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RESUMO
Numerosas pesquisas com nanotubos de carbono (CNT's) tem revelado interessantes propriedades relacionadas com seu carater unidimensional assim como

outras caracteristicas fisicas como alta resisténcia mecanica, emissao de eléetrons por efeito de campo, etc. Resultados experimentais recentes tem mostrado
que a presenca de oxigénio (O) no substrato influencia o crescimento dos CNT's. O objetivo desse trabalho € obter filmes finos de Nitreto de Titanio (TIN)
sobre silicio, utiizados como substratos na sintese de CNT's, controlando-se a concentracao de O, processo relativamente complicado devido a alta afinidade
do Ti com este elemento. As amostras foram preparadas via sputtering de Ti puro (99,99%) por feixe i6nico (IBS) em atmosfera de nitrogénio (N2) e
hidrogénio (H2) puros (99,99 %), e caracterizadas in situ por Espectroscopia de Raios-X (XPS), ex situ por Difracao de Raios-X (DRX), Perfilometria e
Nanoindentacao. As medidas de XPS possibilitaram a verificacao da relacao entre a quantidade de H2 na camara e a incorporacao de O no filme, alem da
determinacao da sua composicao quimica. A espessura dos filmes foi determinada atravées da perfilometria. Utilizando medidas de DRX determinou-se as
fases principais presentes nas amostras. Atraves da nanoindentacao, mediu-se a dureza dos filmes finos em escala nanometrica, e com isso a relacao entre a
concentracao relativa de O e a dureza foi estudada. As experiéncias mostraram que a incorporacao de O ¢ dificultada com a introducao de H2 na camara.

METODOLOGIA Difracao de Raios-X (DBX)
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Figura 1: Camara de deposicao.

DISCUSSAO E CONCLUSOES
RESULTADOS O H2 atua Como  um .ellem.ent.o redutor,~ pois sua presenca no
momento da deposicao diminui a incorporacao de O no filme.
A diminuicao na concentracao de O nas amostras aumentou a
cristalinidade do TiN. O tamanho dos graos de Ti2zOs diminuem de
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- 7 acordo com a diminuigao de O presente no filme.
5| B Lo e Booooon A A --0--100 | *As condicdes experimentais utilizadas permitem a otimizagao, em
<« - 30- T :qusg 1  relacdo a concentracdo de O, do processo de formacdo de substrato
S4q g Q.- G o 1 0" de TiN em Si para crescimento de nanotubos de carbono, e o estudo
B 25, I — T 25- éﬂ i da influéncia do O presente no substrato nas propriedades finais
o w] Fo-m : % o | ! ‘B::: ,,,,,,, | dessas nanoestruturas. A
o 00 : % © LT a---.ﬁﬁj;;:.. REFERENCIAS
§"25' A-N o % = s A 8 ’ [1] J. F. Moulder etal., Handbook of X-ray Photoelectron
E 2- %} Q RS ' Spectroscopy, Perkin-Elmer Corporation (1992) ; [2] W. C. Oliver, and
e 15 ———————— ] 15- ‘A - G. M. Pharr, J. Mater. Res. 7, 1564 (1992) ; [3] B. D. Cullity, Elements
S 04 o0..... 0. . Fluxo H (scem) : _ L of x-ray diffraction, 2nd Ed., Addison-Wesley Publishing Company,
s| P O 0 o INC. (1978)
o 1 2 3 4 60 65 70 75 80 85 90 95
Fiuxo H, (scam) Concentracao rel. Oxigénio (%) AGRADECIMENTOS

| ) | A FAPESP pelo suporte financeiro & essa pesquisa, e aos colegas
Figura 2: Concentragoes relativas - XPS Figura 3: Perfil de dureza do filme. que contribuiram para a realizacdo desse trabalho.



